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В настоящей работе рассматривается теоретико-кодовая система, использующая 

рандомизированные коды Гоппа. В основе построения коды лежат полином Гоппы g(x) 

над расширенным конечным полем, конечное подмножество L расширенного поля, 

а также функцию R, удовлетворяющая конгруэнтности нулю по модулю g(x). Элементы 

L не являются корнями полинома g(x). Декодирование кода Гоппы может быть 

выполнено различными методами [2]. 

Рассматриваются схемы кодирования и декодирования кода Гоппы 

с возможностью перестройки структуры путем автоматной рандомизации функции L, 

выбора требуемой формы функции распределения веса и алгоритма декодирования 

Патерсона. Анализ статистических свойств криптосистемы МакЭлис с рандомизированными 

кодами Гоппы показывает близость спектрально-корреляционных характеристик 

системы к характеристикам случайного процесса при заданной корректирующей 

способности кода. Применение рандомизированного кодов Гоппа в криптосистеме 

МакЭлис (Нидерайтер) расширяет область неопределенности задачи криптоаналитика 

распознавания кодовых конструкций, что в свою очередь повышает уровень защиты 

криптосистемы. 
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ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
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В работе с использованием источников [1–3] обобщены сведения о методах 

плазмохимического осаждения из газовой фазы тонких слоев диэлектриков на основе 

нитрида, углерода и диоксида кремния, а также фосфор- и борсодержащих материалов. 

Описаны процессы роста слоев и приведены данные об основных физико-химических 

свойствах тонкослойных диэлектрических материалов. 

В настоящее время технология плазмохимического нанесения тонких пленок 

применяется при создании гибридно-пленочных микросхем, коммутационных плат 

микросборок, а также при получении диэлектрических слоев полупроводниковых 

интегральных микросхем. Установлено, что совершенствование технологии, 

улучшение качества и химической чистоты наносимых тонких пленок позволяет 

заметно повысить надежность элементной базы электронных устройств, в том числе 

применяемых для защиты информации. Исследовано влияние плазмохимических 

технологий осаждения тонких пленок на надежность полупроводниковых изделий 

(полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы), а также на изменение 

эксплуатационных характеристик конструктивных частей технических средств. 

В работе установлено влияние и значимость технологии плазмохимического 

нанесения тонких пленок для повышения надежности элементной базы и улучшения 

некоторых эксплуатационных характеристик конструктивных частей электронных 

устройств, используемых для обеспечения информационной безопасности.  

Специалисты, которые заинтересовались данной работой, могут обращаться 

по e-mail: pigal.roman@yandex.ru. 
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Актуальность разработки элементов резистивной памяти в настоящее время 

весьма высока. Несмотря на существенный прогресс в этом направлении, остаются еще 

нерешенные проблемы, связанные с пониманием особенностей механизмов 

локализации и ионизации носителей заряда, их переноса в филаментах, 

сформированных при обратимом электрическом пробое, влиянием спиновой 

поляризации электронов и электрон-фононных взаимодействий. В работе представлены 

результаты моделирования процессов ионизации ловушечных состояний в оксиде 

гафния в составе элемента резистивной памяти. С помощью модели [1], 

модифицированной в [2], проведены расчеты туннельной и многофононной туннельной 

ионизации заряженных и нейтральных центров. Для туннельной ионизации с учетом 

многофонных переходов расчеты показали, что возникают неустойчивости 

в распределении электрического поля в филаментах в области внешних смещений  

0,2–0,6 В. Стабильное состояние наблюдается при внешнем смещении 0,6 В и более, 

при этом плотность тока уменьшается с увеличением внешнего смещения. Это связано 

с нелинейным изменением вероятности ионизации с увеличением напряженности поля. 

Ее величина возрастает при напряженности поля менее 6·107 В/м, а затем уменьшается. 

Показано, что устойчивое состояние токопереноса через филаменты оксида гафния 

с ловушечными состояниями наблюдается для механизма Пула-Френкеля 

многофононной ионизации и туннельного механизма ионизации. В случае 

многофононных переходов с туннелированием электронов и нейтральными ловушками 

возникают нестабильности в распределении напряженности электрического поля, 

а также токопереноса, что может быть использовано для управления свойствами 

элементом резистивной памяти на основе оксидов переходных металлов. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

В ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ  

К.Е. Прасолович, В.Ю. Горшанов 

При осуществлении мероприятий разведки, предусматривающих, в первую 

очередь, обнаружение объекта, используются различного рода оптико-электронные 

системы (ОЭС). Как показывает практика, обычные ОЭС, работающие по уже 


